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Apparatus for etching substrate, has inductively coupled plasma source, 
reactor and inductively coupled plasma coil generator 
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Abstract (Basic): WO 200106539 Al 

NOVELTY - Apparatus for etching a substrate (10) has: 

(a) an inductively coupled plasma (ICP) source ( 1 3) for generating 
a high frequency electromagnetic alternating field; and 

(b) a reactor (1 5) for producing an inductively coupled plasma (14) 
made of reactive particles by subjecting the alternating field to a 
reactive gas. 

An ICP coil generator is provided with which plasma power pulses to 
be coupled are produced with the ICP source in the inductively coupled 
plasma. 

DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is also included for a 
process for etching a substrate using the above apparatus. 
USE - For etching silicon bodies. 

ADVANTAGE - The plasma power pulse can be combined or correlated 
with a pulsed magnetic field and/or a pulsed substrate electrode power. 

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The drawing shows a cross-section 
through the etching apparatus, 
substrate (10) 
ICP source (13) 




inductively coupled plasma (14) 

reactor (15) 
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Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

© Vorrichtung und Verfahren zum Atzen eines Substrates mittels eines induktiv gekoppelten Plasmas 

@ Es wird em Verfahren und eine zur Durchfuhrung die- 
ses Verfahrens geeignete Vorrichtung zum Atzen eines 
Substrates (10), insbesondere eines Siliziumkorpers, mit- 
tels eines induktiv gekoppelten Plasmas (14) vorgeschla- 
gen. Dazu wird miteiner ICP-Quelle (13) ein hochfrequen- 
tes elektromagnetisches Wechselfeld generiert, das in ei- 18^ 
nem Reaktor (15) ein induktiv gekoppeltes Plasma (14) 
aus reaktiven Teilchen erzeugt. Das induktiv gekoppelte 
Plasma (14) entsteht dabei durch Einwirken des hochfre- 
quenten elektromagnetischen Wechselfeldes auf ein Re- 
aktivgas. Weiterhin ist eine Einrichtung vorgesehen, mit 17^ 
der eine mit der ICP-Quelle (13) in das induktiv gekoppelte 
Plasma (14) uber das hochfrequente elektromagnetische 
Wechselfeld eingekoppelte Plasmaleistung pulsbar ist, so 
daS zumindest zeitweise eine gepulste Hochfrequenzlei- 
■ stung ats Plasmaleistung in das induktiv gekoppelte Plas- 
g ma (14) eingekoppelt werden kann. Die gepulste Plasma- 
leistung kann weiter mit einem gepulsten Magnetfeld 
und/oder einer gepulsten Substratelektrodenleistung 
kombiniert oder korreliert werden. 
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